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SILIZIUM-PLANAR-EPITAXIAL-DIODE
speziell fir schoelle Gatterachaltungen
in Kernapeichern

Hechnnincgl Dlteg1

Gehduse: Allglas, JEDEC DO-T
Farbring: EKEatodenseite

Malangaben in mm,

max.2 nicht verzinnt
! )

max25 ¢

Ly [ ___i_____J
= " , .
'
max.76 4
64125 N
+ =]
Kurzdaten:
Sperraspannung Up = max. 10V
Durchlafistrom, Mittelwert IF AV < max, 450 mA
Durchlafetrom, Scheitelwert Ig y = max. 750 mA
Durchlafispannung bei Ip = 10 mA, by = 25 op Up s 0,7V
bei Ip = 500 mA, 8y = 25 °C vp & 1,0V
Sperratrom bei Up = 75 V, 8; = 25 o0¢ Ig s 100 nA
Sperrverzogerungazeit
beim Umschalten von Ip = 500 mA auf Up = 50 V - s 160 ns
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von Ip = 500 mA auf Up = 5V Qg s 15 nAs
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Absolute Grenzwerte:

Sperrspanpung: UH = max, 15 V
a3

Durchlafstrom, Mittelwert: I av = max, 450 mA 1) 2}
Durchlalistrom, Scheitelwert: Ip y = max., T30 mA
berlastunga-Stromatol: ip atop = max. 4 A 3)
Sperrachichttemperatur: EJ = max, 100 °C
Lagerungstemperatur: g = min. -65 °C

%g - max, 200 °C
Wirmewiderstiand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung: Rth U s Q0,4 grdfmi
Statische Kennwerte:
Durchlalspanmung bei Ip = 10 mA, &5 = 25 o, Up S 0,7 v +)

0,8...1,0V*)

bei Ip = 500 mA, 8; = 25 °C: Uy

100 na *)
1040 pA

Sperratrom bei Up = 76 V, 3; = 25 °C: Ig
bei Up = 75 V, 85 = 150 °C: Y

e T

+) AL = 0,65 %
1) Integrationszeit ¢, = max. 20 ma
2) Richtatrom bei Betrieb mit sinmsférmiger Eingangsspannung I, = max, 250 mA

3) max, Dauver t = 1 us
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Dynamische Kennwerte: (bei #; = 25 or)

Kleinsignalkapazitit bei IFH =10V, f = 1 MHz: o $1,5 pF
Beim Einschalten auf Ip = 500 mA ist [1F M 1V,
die Vorwirts-Erholzeit (gemessen bei Up = 1,1 V) ist tep 5 60 ns

I
i} L —
JL 2700 4500 Oszillograf
{p= 200ns
R =500
t.= S50ns| BAY 39 C S1pF
vy = 0,01 -
Ej = 50 n

Sperrverzgerungszeit beim Umschalten von IF = 500 mA

auf Up = 50 V (R = 1 kQ), gemessen bei ip = 5 mA (= 0,1 Up/R): t.. $ 160 ns

BAY 39
Oszillograf I |
e
Cc 210pF i

— "
0) Ug/R

. +
t,=5ns,; =5ns k=001
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Dynamische Eennwerte, Fortsetzung: (bei &; = 25 o)

Die Sperrverzugsladung beim Umschalten
von Ip = 500 mA auf U = 5 V (R = 10 @) ist qsf.rmu.u

BA“' 39 *1 45nﬂ
A
Oszillograf Ye _CIS=I_J{._.,__,-C
all} o | w
c -
Up=Upsls R, T v s | R=509
R;= 100 ) T
f, = IEDFE T
= 4ns e
v, =099 R
#) schnelle Dioden f
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